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IRIDIUM SILiSID-SILiSIUM STRUKTURUNUN ENERGETIK DIAQRAMI
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IrSi-Si osasinda Sottki ¢oparinin elektrik xassslori tadqiq edilmis, alinms naticalor asasinda energetik diagram qurulmusdur.
IrSi-Si strukturu qaz magistrali vo reaksiya kamerasindan ibarot xiisusi qurguda alimugdir.

Acar sozlor: Giinog elementi, Sottki ¢apari, p-n kecid, sath hallari, energetik diaqram, zona diaqramu, ¢ixis isi, yarimmetal.
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Miiasir zamanda uzunmiiddatli uguslarda olan kos-
mik gamilorin va peyklarin osas enerji manbayi giinog
batareyalaridir. Biitiin diinyada tobii manbalorin toxmi-
non 60-70 il arzindos tiikkonacayini nazors alsag, alterna-
tiv enerji monbalorino, xiisusilo do Giinog enerjising,
maraq giin-giindon artir. Bu moagsadlo, ucuz giinos ele-
mentlori vo onlarin osasinda giinos latareyalarinin yara-
dilmasina aid todqiqat iglori intensiv suratds aparilir [1,
2]. Azorbaycanda ilin toxminon 300 giiniiniin giinagli
oldugunu nozars alsag, bu bizim iigiin daha da bdyiik
ohamiyyat kasb edir.

Daha yiiksok f.i.o.-na malik giinos elementlori
almagq ti¢lin hal-hazirda ¢oxlu sayda se¢im — element ba-
zast movcuddur. Elo struktur qurulusu segmok lazimdir
ki, onlarin bazasinda hazirlanan giinog elementlori uzun-
Omiirlii, radiasiyaya qars1 davaml, temperatur doyismo-
lorina garst dozimli olsun.

Sottki ¢oparlori asasinda isloyan giinos elementlori
yuxarida sadalanan sortlori kifayat qodor 6dayir. Togdim
olunan mogaloads IrSi-Si kontakt: asasinda Sottki gopari-
nin elektrofiziki xassalori 6yranilib vo alinan eksperi-
mental naticalor asasinda bu strukturun energetik zona

diagramu tortib edilmisdir. I
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Sottki ¢opori osasinda giinos elementlarinin volt-
amper xarakteristikast:
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kimi  toyin  olunur. Desiklorin  konsentrasiyasi
p=1,5-1015sm'3 vo No=1,04-10"sm™ togkil edir. Hesab-
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IrSi-Si strukturu qaz magqistrali vo reaksiya kame-
rasindan ibarat olan xiisusi qurgunun komayilo alinmig-
dir. Reaksiya kamerasi borulardan, qizdiricidan vo Si
16vholoari tiglin kasetdon ibaratdir. Termiki emaldan ov-
val 16vholor kimyovi tomizliyo moruz qalirlar vo
10~3mm.c.st. tozyiqds olan kamerada temperatur +2°
dagiqliklo 200-700° C diapazonda saxlanilir.

IrSi-Si Sottki ¢oparinda yekun carayan p-n kegi-
dinds oldugu kimidir. Doyisiklorin yaratdigi coroyan

Jo =0T (2)F(2)[1-exp(—aw)] @)

kimi tayin olunur. Burada T(A) buraxilma omsali, F(1) —
foton selinin sixlig1, @ - iso potensial c¢oparin enidir.
Elektronlarin yaratdigi coroyan iss

al, exp(—aw) (2
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olur. Tam carayan iss (1) vo (2) miinasibatlorine asasan:
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[
lamalar gostorir ki, &= 0,04 eV, Apc = 0,182 eV. Poten-

sial goparin (Agpc) - hiindiirlilyiinii bilmoeklo diffuziya
potensialini (ug) Vo foza yiikii oblastinin enini (®) tayin
etmok olar .

Tutumun goarginlikden C=p(U) asililgindan IrSi-Si
sorhaddinds soth hallart sixliginin (Ns) energetik paylan-
mas1 tapilmisdir. Miioyyon olunmusdur ki, irSi-Si sor-
hoddinds Ns 3,5-10”sm*eV*-dan 1,4-10"%m?eV™-a
godor doyisir. Mohz buna gora, IrSi-Si strukturunun
alinmasi iisulundan asili olaraq basqa metal vo yarim-
metallarda oldugu kimi ¢ixig isi doyiso bilor. Digor
torafdan soth hallar1 olmadiqda:

P = Pn _¢%

Ogar nazars alsaq ki, silisium ii¢iin ¢, = 4,8 eV,
IrSi-Si iigiin ¢,, ,,= 4,98 eV onda, ¢.=0,18eV olar. Po-
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tensial ¢oparin hiindiirliiylinii tayin edorkon tocriibanin
xatast 0,01 eV oldugu {i¢iin, haqiqi ¢oparin hiindirliyi
0,17 eV - a borabardir.

Sokil 1-do 1rSi-Si strukturunun tocriibi noticalors
asason miioyyon edilmis energetik zona diaqrami gosto-
rilmisdir. Baxdigimiz struktura daxil olan metalin (ir) ¢1-
x1g isi iglin odobiyyatda miixtolif qiymatlor mévcuddur
ki, bunlar da bir birindan kaskin surstds forglonirlar [3].

Tobii olaraq belo sual meydana ¢ixir ki, agor ¢opo-
rin hiindiirliyiino ¢ixis isinin funksiyas: kimi baxsaq,
metalin ¢ixis isinin hansi qiymatini gotiirmak lazimdir.
Elo bu sebobo gora da irSi - Si iigiin avval tapilmis cixis
isinin giymati tocriibi naticalorlos {ist-iista diismiir. Qeyd
edok ki, energetik zona diagraminin osas parametrlarine
g0ra ¢ixis iginin toyin etmak olar va bizim tocriibi tayin
etdiyimiz ¢ixis isinin qiymoati 1rSi iiciin 4,98 eV - a ba-
rabordir.
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Sakil 1. IrSi-Si strukturunun energetik zona diagrami.
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The electrical properties of Schottky barrier based on IrSi-Si are studied, the main results are determined, the energy
diagram was constructed. IrSi - Si structure was obtained by a special installation consisting of a gas main and the reaction

chamber.
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SHEPTETUYECKASI TUATPAMMA CTPYKTYPBI IrSi-Si

Wzyuens! snexTpudeckue cpoiictBa OGaprepa LlloTTku Ha ocHOBe

IrSi-Si, ompeneneHbl OCHOBHBIE PE3yibTAaTHI, ObLIa

MOCTpOEHA dHepreTudeckas auarpamma. Ctpykrypa IrSi-Si Obiia momydeHa Ha cienuanlbHON YCTAHOBKE, COCTOAIIEH U3 Ta30BOU

MAarucTpaiad W PeaKIMOHHOI KaMephl.
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